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論    文    の    要    旨 
 本学位論文は、現在の超高集積回路で用いられているシリコンに続く移動度が高い半導体基板として









の種類にかかわらず、nGeに対してほぼ Geのエネルギー禁制帯幅に匹敵する SBH となってしまうのが、
SBH が高くなる理由である。これを打破するためには上記フェルミレベルピニングを実効的に克服するこ
とがもっとも大きな課題であり、この課題の解決を本研究の目的としていることが述べられている。 























審    査    の    要    旨 
〔批評〕 























 平成 29年 1月 10日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
